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 الممخّص  

 
ب مظلمااااث اب ن قل ااااث  ب  يرب ئ ااااث ثب ن قل ااااعلاااا   اااا  ماااا   درجااااث  ااااربرة ب ر  اااا ةدربسااااث راااا   ر ىاااالب ب ب ااااث بقمناااا   اااا  

بطر لااث ب رلر ااثر اعرضاان  نراا ئ   (a-Si:H) ب ساا ل ا  ب مياادرج ا اار ب مربلااارب  يرضااائ ث  لا االر ب رق لااث ب م ضاارة ماا  
ب ماب لاث  لل ماث  لر  ا ةب  د اث   اربرة ب درجاث اما   ار ع نا   ب مظلماث  ب  يرب ئ اث ب ن قل ثإ    ب ضائ ث ب ن قل ث س ب نسبث 

ب ميادرج ا ار  لسا ل ا ظم   نسبث ب ن قل ث ب ضائ ث إ   ب ن قل ث ب مظلمث اب رغ ر ب   د    مر الات ب ن قل ث ب مظلماث  ب ع
/ب ن  ا  عناد رغ ار a-Si:Hعلاة عل  ل ك عرضن  نر ئ  دربسث مل امث رم س ب جملث ب م انث م  ب فلر ب رق ا  ب مربلار  

   درجث  ربرة ب ر   ة
 
 

 –ب ن قل ث ب ضاائ ث  – ب مظلمث ب  يرب ئ ث ب ن قل ث –ب س ل ا  ب ميدرج ا ر ب مربلار –بلأ لر ب رق لث حية: مفتاالكممات ال
 درجث  ربرة ب ر   ة 
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  ABSTRACT    

 

 
In this search, we studied the influence of the substrate temperature on the electrical 

and photo-conductivities of thin films prepared from amorphous hydrogenated silicon (a-

Si:H) by sputtering, Details of the results of the calculation of the photoconductivity to the 

dark conductivity ratio are shown. Then, the critical substrate temperature, which consists 

of maximum value of photoconductivity to dark conductivity ratio and critical change of 

dark conductivity parameters of amorphous hydrogenated silicon, is also determined. In 

additional, the results of studying the contact resistance of thin film/nickel system at the 

substrate temperature change are shown. 
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 مقدمة:
ب سا ل ا  ب ميادرج ا ار ب مصاناعث ما   Thin Films لا لر ب رق لاث  ضائ ث ير ب ا  ب  يرب ئ ثررعل  ب خص ئص 

بشاااااااراط ر ضااااااا رى  )   ضاااااااغط ب ج ئااااااا   Amorphous Hydrogenated Silicon (a-Si:H) اراب مربلااااااا
 لي اادراج   hP Partial Hydrogen Pressure ر اط قااث ب رفر اا W Discharge Power ر ادرجااث  ااربرة

ب ر  ااا ة ST Temperature Substrateب دربساااث ب خصااا ئص  ساااراج اىااالب مااا   [4,3,2,1]اا  ااا   ( بشااا    ب ااار
 عند رغ ر مر الات رل نث ر ض رى    a-Si:H بلأس س ث ب مخرلفث  م دة بلأ لر ب رق لث

ب مظلمااث ب ن قل ااثإ اا   ب ضااائ ث ب ن قل ااثنساابث رُعااد   dph  /  بلأ االر ب رق لااثماا  مىاار مر ااالات a-Si:H 
ب سا ل ا  ب ميادرج ر ضا ر ابيدف ر سا   منظماث رل ناث  ر يلب ب سبب  [5] دري اجا م دري  ناع ث ر د د     مس س  ب  مع  ر ا 

درسن   High Frequency Sputtering ث ب رش (       ث ب رابرربت ب ع   بطر لث ب رلر ث )ما a-Si:H ا ر ب مربلار
ب ع ما   سارخدر   ب مش ر إ  يا  معاله  رق لثبلأ لر بب ر  رراضع عل ي   STعند رغ ر درجث  ربرة ب ر   ة ب نسبثق ر ىله 

 ئ ثب  يرببلأس   لن قل ث  0 Pre-exponential Factor  ربر     ب  يرب ئ ث ثن قل ب ط قث رنش ط ا  aEThermal 

Activation Energy  لا الر ب رق لاث ماث ب مظل ب  يرب ئ اثعل  نط   ابسع  مر ا    مم ل    لن قل ث a-Si:H [1,6] 
  ما ث بطربئ  مخرلفث  سبر ب م a-Si:H بلأ لر ب رق لث مر الات ر ض ر  Critical Valuesرب   اجاد ق ر  د ث   ث 
 Glow  ب راااىجب رفر اا  ب م ضاارة بطر لااث  a-Si:H لا االر ب رق لااثرلااك ب لاا ر ب  د ااث عنااد دربساارو   Spear [1] لا ااظ

Discharge 0ر قااا رارباااط رغ ااا اaE   درجاااث  اااربرة ب ر  ااا ةعناااد ب ل ماااث ب  د اااثCTc
S  ب لانرلااا   مااا  نظااا ر  250

درجااث  ااربرة ب ر  اا ةب ماب اا    ب ن قل ااثإ اا  قعاار عصاا بث  Electron Transport  ااثبلإ  رران ب ن قل ااث c
SS TT    إ اا

درجاااااث  اااااربرة  بااااا   ب  ااااا لات ب مراضاااااعث  ااااا  ب فجااااااة ب ط ق اااااث ب ماب ااااا   Hole Transportب  لب اااااث  ب ن قل اااااثنظااااا ر 
ب ر  اا ة c

SS TT اا  ماا  ر  اا   اا    س اار  Paul اAnderson [6] لا االر ب رق لااث  ري عنااد دربساا رىااله ب رغ ااربت a-

Si:H ب طاااار ر بسااارن دب  إ ااا  نمااالج  نااا ئب م ضاارة بطر لاااث ب رلر ااث  Two-phase Model   طاااار   اااث  رصااف  ااا
عنااد  aEا 0ماا   ااد  علاا  اجاااد رباا     اا  رفساا ر ب رغ اار ب  اا د  لمر ااا    اىاالب   رم ماا    مخرلفااث  يرب ئ ااث بخصاا ئص

دارن  ب علقااث ب مرب د ااث باا   ب رغ اار  لااد درساان  بااعلاا  خص ئصااي    a-Si:H بلأ االر ب رق لااثدربسااث راا   ر مر ااالات رل نااث 
ب م ضارة بطر لاث ب رلر اث عناد  a-Si:H لأ الر ب رق لاثب Morphology مار ا اج ث رش  ا  aEا 0ب   د  لمر ا    

ااارن  ل اااك ب رغ ااار ب  ااا د بسااا W [7]اط قاااث ب رفر ااا   P [4,3]رغ ااار ضاااغط ب مااا    ب غااا     رن دب  إ ااا  نماااالج ب رر  اااب ا س 
 Incomplete ب لانرل   م  نظ ر ب ر   ف ا ر ب ر رب مدراس  a-Si:H لفلر ب رق    Column Structure ب عماد 

Regime لمر باااا ت  3,2,1,0nSiHn إ اااا  نظاااا ر ر   فياااا  ب راااا ر Complete Regime [8,4]    ب رر  ااااب إ
( SiH2ا  SiHما  مجا لات مس سا ث مم ا ة  ما دة ب ع ناث ب مدراساث )ب مر با ت  نا ئ  ب طاار م اا    ىا رر  ابب عماد  

  Dangling bondsلطعااث رب م (Si-Si)عر رفصاا  ب نياا   ااابج   مااا  ررشاا   ماا  ب ااراببط Columns رساام  عمعماادة
عص بث  سلف    مس  ث ب ف صلث ب ب    رع   بررف ع ىله ب  ابج [8,4,3] عTexture رسم  عنس ج   رببط    لب اب ضع فث 

 ب ط ق اث  لسا ل ا  ب ميادرج ا ار ب مربلاار    ث ب   لات ب مراضعث    عم  ب فجاة   لمثب ر   ؤ اب    ث ب ط ق ث ب ماب لث 
  eV6.0 [8]ا eV3.0ب  م  ت ق مرو    ب ع ن ت ب مدراسث ىن    ث بلغ
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 :  سلاك دربسث ب ب ث إ   ىلب  يدف 
 ب مظلمثر ب  يرب ئ ثب ن قل ث م   1

 اب ن قل ث ب  يرضائ ثر 8

 اب ع م  بلأس   لن قل ث ب مظلمثر 0

 ب ساا ل ا  ب مياادرج ا اار ب مربلااارماا دة ب م ضاارة ماا   لا االر ب رق لااث ب مظلمااث  ب  يرب ئ ااثاط قااث رنشاا ط ب ن قل ااث  4
(a-Si:H)  رمخرلفث  ةر   ربرة   تدرجعند بطر لث ب رلر ث 

 رب ل   رصف ب عل   س س ث ضائ ث a-Si:Hب م      ر ض ر  درجث  ربرة ب ر   ةار د د مج    5

ب خصا ئص ب مخرلفااث رلااك اب معاد  علا   a-Si:Hمل امااث ب  اد ب ف صا  باا   ب فا لر ب رق اا  را   ر دربسااث ما   ار  6
  لس ل ا  ب ميدرج ا ر ب مربلار 

ب سا ل ا  ب ميادرج ب م ضارة ما  ما دة  بلأ الر ب رق لاث بسارخدبر ا  إم  ن اث  اررجل  بلأىم ث ب رطب ل ث  يلب ب ب اث
 ب  يرب ئ  ب رصا رمجي ة ب مخرلفثر اب خل   ب شمس ثر ا  اب رربن سراربتر ب ضائ ث  ت بلإ  ررانصن عث     ا ر ب مربلار

  اني  ررصف ب س س ث ضائ ث ع   ث   ب ج ف
 

 :هموادطريقة البحث و 
ب راا  ا  a-Si:H ب ساا ل ا  ب مياادرج ا اار ب مربلااار مصااناعث ماا  ماا دةب رق لااث ب  االر بلأب ب ااث بساارخدمن   اا  ىاالب 

ب سااا ل ا   م منااث بررخاا د ماا دة مط اا ف را  ااع قمناا  ب ساا ب  اااث  ر[8] ااث ىاالب ب ب  اا بعااخ خص ئصااي   ثساابدر رماات 
 اا  معيااد ب ط قااث  ب  يرب ئ ااثد  اا  مخرباار     اا د ارل نااث ب ماااب ال ااك  ب  يرب ئ ااثاسااعري   a-Si:H ب مياادرج ا اار ب مربلااار

إ ا   2006/6/30  امجر  ىلب ب ب ث    ج معث رشر   خل  ب فررة ما  (8335-8334ع ر )    اقت س ب بماس ا 
2007/11/30  

بطر لاث ب رلر اث  ا     اث ب راابرربت  a-Si:H ب سا ل ا  ب ميادرج ا ار ب مربلاارم  ما دة  بلأ لر ب رق لث ر ض ررر 
/1/10)بنسبث   م  م ا  م  بلأراا  اب ي دراج  ب ع   ث    جا بل 2 HAr)  ا    ر  ا ةب اربرة  ثدرجاعند رغ ار 

CTSب مجاا   ماا   CTSإ ااا  45   ب سااا ل ا   ااث رماات رلر اااث ىاادف  ااو شااا   قاارص مصااناع مااا  ماا دة   400
ث ب ناع اااث  لرفر ااا  عااا    لاسااارط عق مرااا  ببلغااات   ا cm15اقطاااره Mono-crystalline Siliconربلاااار بلأ ااا د  ب 

Specific Discharge Power 2/5.2ب راابرر cmWWs اب ضاغط ب ج ئا   لي ادراج   رHgmmPh .10 3 
علااا  ر ااا ئ   a-Si:H بلأ ااالر ب رق لاااث ااا   ااا  ر  ب ظااالر ابلإضااا دة رااار ررسااا ب  ب  يرب ئ اااثابيااادف ق ااا س ب ن قل اااث   [8]

 0)ب ساار ن د رع اا   ب مر ااا    منجاا ت  اا  ب ل  ساا تا   ب ن  اا ماا دة ماا  معدن ااث مساا ر  مساابل   عل ياا   اضااعت ج ج ااث 
KTعند ب درجث ب  ربرة (aEا  300  
 

 النتائج والمناقشة:
dphب مظلمااث ب  يرب ئ ااث ب ن قل ااثإ اا   ب ضاائ ث ب ن قل ااثر مضاا عف ت نساابث  لاد بخررناا ر  ماا  ل رناا  معاله  / 
 با     ار س   منظمث رل نث ب  صا  عل ي  a-Si:H ب س ل ا  ب ميدرج ا ر ب مربلار مع  ر مس س   ر د د ناع ث م دة 

dphر اب نسبثphب ضائ ثاب ن قل ث  dب مظلمث ب ن قل ث من ن  ت رغ ر (2)ا  (1)  ب ش ل  /ط قث رنش ط ا  ر
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درجااث عنااد رغ اار  a-Si:H لا االر ب رق لااث  0 ئ ااثب  يرباب ع ماا  بلأساا   لن قل ااث  aEب مظلمااث  ربر اا    ب  يرب ئ ااثب ن قل ااث 
بلأ لر  رلك  dب مظلمث ب  يرب ئ ث  ث رخضع ب ن قل ث  C400ا C45ر رجح ق مري  ب  ر ب ر  ST   ة ربرة ب ر 

:ا ا لل ن ثاب رق ل kTEad /exp0  (k  بت با ر م   ا  T درجث ب  ربرة ب مطللث)   
مر ا  رل نث ب  صاا    م ددة  ف  ثإ   اجاد مج لات  (2)ا  (1)   بل ب س   لب ش سلاك ب من ن  ت    ش ر  

ررم اا  ب ماا دة  ر   ااثSTدرجااث  ااربرة ب ر  اا ةب مرم اا  ىناا   اا   a-Si:H ب ساا ل ا  ب مياادرج ا اار ب مربلااارعلاا  ع ناا ت 
ب ضاا  ل اااك ب مجااا   ب م ضاارة  ااا    CTc

S  برغ اار ب مر اااالات بلأس سااا ث ب مم ااا ة  درجاااث  اااربرة ب ر  ااا ة  200180
dphلنساابثم   ر ا ل ااظ م ضاا   بشاا    اا د (aEا 0 اا  ب ماا دة ) ب  يرب ئ ااث لن قل ااث   /  اا  ل ااك عظماا  ق مااث 

cةدرجااث  ااربرة ب ر  اا  ب مجاا   ب ضاا    
ST 3بلغاات

max 104,2 بشاا   رئاا س عاا  ر  ب د اا د رلااك ب نساابث ناا إ اار  ر  
ثاب ن قل  مر الات سلاك ب ع ر إ  مصدر ب رغ ر ب   د    ب   dب مظلمث ب  يرب ئ ث ب ن قل ث ربت رغ daE  ,,, 0 
ر  اا ة بدرجااث  ااربرة  بجااابر ب مجاا   ب  ااد   a-Si:H ثالا االر ب رق لاا   CTc

S  ىااا بلانرلاا   ماا  نظاا ر  200180
إ  مفياار ب ر   اف ب را ر   ي  ا ار ب را رر   فنظ ر إ   ب مرن م ث  بلأ لر ب رق لثعل  سطح  2SiHب ر   ف ب ر ر  لمر ب ت

 a-Si:H بلأ الر ب رق لاث ا   2SiHم  ق مث  م اث ب مر با ت [8]جدن        ب ابقع ا   [4]اا ر ب ر ر ماضح ج دب     
درجث  ربرة ب ر   ةر بت ضم  مج     CTS  cم  ضم  ب مج   20045

SS TT   ب ر   ف نظ ر   ث  س طر
ل ك بلغات إض  ث        مر   ب عماد م بر م  ب رم   راضعي  خ رجو nSiH مر ب تب ر  ر م  ب رم   راضع   ب ر ر

درجااث  ااربرة ب ر  اا ةب     ااث ب سااط  ث  لاعماادة ق مااث دن اا   اا  ب مجاا   ب  ااد     CTc
S  نسااجر ر ب راا ا  200180

 ربلاااااااا  إلب    Lewis-Campbell [9,7,6]َ مباااااااا  - ااااااااا سا   Anderson  مندرساااااااا د مااااااااع نمااااااااالجبشاااااااا   ج اااااااا
dph نسبثب  /  ثاالا لر ب رق ل a-Si:H درجث  ربرة ب  د   مج   ب ث ضم  ااب مدراس 
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المظممة الكيربائية: منحنيات تغير الناقمية (1) الشكل
d

 
الضوئيةوالناقمية 

Ph
 والنسبة ،  لعيناتa-Si:H  عند

درجة حرارة الركيزةتغير 
ST. 

CTS ,

 

300 200 100 

 11.,log  cm  

-12 

-10 

-11 

-9 

   -  

Ph
- 

  -
d

  

400 

KT

cmWW

HgmmP

s

h

293

/5.2

.,10
2

3





 

 

010 

110 

210 

310 

dPh
 /  

 الكيربائيةتغير العامل الأسي لمناقمية  : منحني(2)الشكل 
المظممة

0 لعينات a-Si:H  ا  حراريوطاقة تنشيطياaE 
درجة حرارة الركيزةعند تغير 

ST. 
 

CTS ,  
300 200 100 

11

0 .,  cm  

110 

210 

310 

 

eVEa ,  

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

400 

KT

cmWW

HgmmP

s

h

293

/5.2

.,10
2

3





 

 

 

 a-Si:H السيمكون الميدرج غير المتبمور عينات: العلاقات التواترية لسعات (3الشكل 
درجة حرارة الركيزةصمة عند قيم مختمفة لالحا

ST [8]. 

30 

20 

10 

pFC,  

Hz,log  

4 2 3 5 

40 

6 7 

50 

KT

cmWW

HgmmP

s

h

293

/5.2

.,10
2

3





 

 

CT

CT

CT

S

S

S







,350

,250

,115
 

0-  
  -

aE  



 Sciences Series  Tishreen University Journal. Bas   8332( 4( ب عدد )03ر بلأس س ث ب مجلد )ب علا  مجلث ج معث رشر   

 

 45 

ب ر  ااا ة  CTc
S  3رسااا ا  عظمااا  ق ماااث   ر200180

max 104,2      اااث راب ااا  ىاااله ب ل ماااث مجااا  
علااا  ساااطح ب ع نااا ت إ ااا  نظااا ر ر   فيااا  ا ااار ب رااا ر  (SiH ااال ك )ا  2SiHنظااا ر ب ر   اااف ب رااا ر  لمر بااا تبلانرلااا   مااا  

م  ضاشا لث ر م اث ب ع ااب ب م ا   ا   م   ر    ادى  بلأعظما   ي   SiHا   2SiH م ث ب مر ب تر ا  ب مدراسث ا 
      دى  بلأدن  ب ر  ررش   بش   رئ س     ب نس   ب رببط اب ضع فث  لطعثرب م Si-Siب راببط 

ب علق ت ب رردد ث  سعث ب ع ن ت [8] لد درسن      fC   ب مدراسث    ىلب ب ب ث اب   صلث م  مج  قا ر
ضااااااااااااااام   عناااااااااااااااد رغ ااااااااااااااار راااااااااااااااردد ب  لااااااااااااااا  ب  يربااااااااااااااا ئ  ب خااااااااااااااا رج  STمخرلفاااااااااااااااث  درجاااااااااااااااث  اااااااااااااااربرة ب ر  ااااااااااااااا ة

ب مج   Hz61030100    ب  ىلب ب ش   م  سعث(3)ر ش    C  ب ع ن ت ب   صلث عند معل  درج ت
CTs ااربرة ب ر  اا ة    برااث  اا    ماا  مجاا   ب راارددبت ب ماادراسر مماا   ااد  علاا  ا اا ب عن صاار عاادر ب رجاا نس  350

Inhomogeneity  ا ن ئ  ت بلأقط بDipoles بت ررددبت بىر ب ريا  ماع ا رج  ا   نت ماجادة   ب ع ن ت ب ر     رلك
 a-Si:H بلأ االر ب رق لااث ااؤد  إ اا  رغ ار     ااث  درجااث  اربرة ب ر  اا ةرارددبت ب مجاا   ب ماادراس  امشارن  إ اا  م  بنخفاا خ 

ضا  ع  ر اب  را   a-Si:Hسابب نشااد عا ار  ن ئ ا ت مقطا ب  ا  بن اث  ىاا  يا ر اىالب  Porous ا   دة رر    ب مسا م ت
م  ساعث رلاك م ضا   لا ظنا  ب مرنا اب ب مطبا    ب  يربا ئ  ا  ب  لا   Reorientation ث ب مرربطث بإع دة راج ييا ب ط ق

بساااابب بنخفاااا خ شاااادة  ر ال ااااكب   اااار منياااا  عنااااد ب رااارددبت ب منخفضااااث مقاااا  ىااا     ااااثعنااااد ب راااارددبت ب ع بلأ ااالر ب رق لااااث
ااجاادن   اا  ماا  عمل ااث إعاا دة ب راج ااو   a-Si:Hبن ااث  بلاساارلط ب نر جااث خااراج  ن ئ اا ت بلأقطاا ب ب عط   ااث ب ماجااادة  اا 

 لر  ا ةمقا    اربرة   تدرجا ما  مجا ث ب م سااب رم  ساعث رلاك ب ع نا ت وب اقت لبرا CTS  لع نا ت بلأقا  م    350
ر  ااااا ة ع   اااااث  لمااااا  رلاااااك ب   صااااالث مااااا  مجااااا  درجااااا ت  اااااربرة  معلااااا ىااااا  لرااااارددبت ب منخفضاااااث اب ماب لاااااث   ررج نسااااا   

CTS  CTSسعث ب ع ن ت ب   صلث م  مجا م  ا  م  ر ب ع ن ت ب مرج نسث(م  ) 350  ب   ار   م بار ىا  200
بتا  اا  ق مااث سااعث ب ع ناا ت بلأخ اارة راانخفخ بشاا    اا د بجااابر ب رااردد  kHz101  بلأ االر ر رفساا ر علقااث سااعث راا

 ا  منصا ف  Phase Interfaceبا   بلأطاابر بسارلط ب ب  اد ب ف صا     إط ر  خ رج  برردد ب  ل  ب a-Si:H ب رق لث
  [10] ب نابق  اب عاب   ا ر ب مرج نسث

ب   بلأطابر     ثب ف صل ادب سطاح ب  ب رة  ل دإ   م  ىن  نش ر 
مسا ىمث إضا   ث  ل ل اث  ا  رسبب ماد  لبت ب رر  ب ب ع بلأ لر ب رق لث

و ا اا  ب اقاات لبراا ت عنااد ب راارددبت ب منخفضااث  اا  بساارلط ب رلااك ب ع ناا 
راااااؤد  ب مل اماااااث ب ناع اااااث ب ع   اااااث R  ب سااااا ل ا  ب ميااااادرج ا ااااار  مااااا دة

ب مررب مث عل  ب  داد  ب  يرب ئ ثاب ل مث ب  ب رة  لش نث  a-Si:H ب مربلار
 دة ب شاااا    ب اااار  ف  ااااث   عمل ااااث إعاااا RCإ اااا    باااات  ماااا ب ف صاااالث 

Recharging  ب ل ماث  بل  ظ   با اث  لادب  ب ع    اث 3.02.0  [8] 
لبت ب رر  ااااااااااب ب عاااااااااا ماد  ب ماب لااااااااااث  a-Si:H لأ اااااااااالر ب رق لااااااااااث اااااااااا  ب

 لرااارددبت  kHz101  لاااد بلأ  ااار رج نسااا    بلأ ااالر ب رق لاااثر ممااا   ااا 
 ا    ب رارددبت ب مادراس ا    ما  مجا    مق  بعشرة مضع ف  نت ب ل ر 

 a-Si:H بلأ االر ب رق لااث بساارخدبر رضاا ث م داد ااث راادعر ىااله ب معط اا ت 
 لبت ب رر  ب ب ع ماد     ب رطب ل ت ب عمل ث 

 - اجاد طبلث   ج  عل  ب  اد ب ف صا  معاد  لأج  دربسث ر   ر

: تغير المقاومة التماسية لمجممة (4)الشكل 
درجة حرارة تحت تأثير  a-Si:Hنيكل/

 .STالركيزة

,cR  

CTS ,  100 0 200 300 400 

810 

910 

1010 
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ب رم ساا ثقمناا  بل اا س ب مل امااث  ب  يرب ئ ااثبشاا   مل اااظ علاا  نراا ئ  ق اا س ب خصاا ئص نصااف ن قاا   CR  ر  لاا)جملااث ل
ب م ضاارة عنااد  a-Si:H لع ناا ت  CRمن ناا  رغ اار ق مااث ب مل امااث ب رم ساا ث (4) باا   ب شاا   ا   (ن  اا /a-Si:H رق اا 
 م ا  رلر اب   C200ة ب ر  ا ةدرجاث  اربر  عنادر   اث نل اظ مناو  رغ ار بشا    ا د STلر  ا ةمخرلفث   ربرة   تدرج

من ن  رغ ر ب مل امث ب رم س ث    ب مج    CTS  قطعر   مسرل مر   مرااب  ر   امااب  ر    م اار إ    40045
ابصاارف ) /a-Si:H لجملااث ن  اا  CRنل ااظ م  ب مل امااث ب رم ساا ث  STدرجااث  ااربرة ب ر  اا ةب ساا ن ت ب مرم اا  ىناا   اا  

ربلا    براث  (STدرجث  اربرة ب ر  ا ةعند رغ ر  a-Si:H لا لر ب رق لثاب ضائ ث   ب  يرب ئ ثب نظر ع  رغ ر ب خص ئص 
CTcر ط  م  منو  ار  بلا  ب ل ماث ب  د اثSTرغ ر ب مر ا     مج   ابسع 

S   نل اظ عناد رلاك ب ل ماث ب  د اثا   200
عنااد دربسااث ب لاا ر ب  ب اارة  لمل امااث ب رم ساا ث  ارباار عشاارة مضااع ف(ر  باا   ر ماا رغ اارب   اا دب   اا  ق مااث ب مل امااث ب رم ساا ث )

 ااك ل ا  اادثلر  اا ة: منخفضااث  ا اار ب مرج نسااث بشاا    ب اارر م  ب م ضاارة عنااد درجاا ت  ااربرة  a-Si:H بلأ االر ب رق لااث
اىلب م رم  جدب  ط  م  منو    شاراط   a-Si:Hفلر ب ر ا   طبلث بنرل   ث إض   ث ب   ب مسرى ب معدن  )ب ن   ( ا  بسبب

 را  با   مجا بد مخرلفاث  Barrier Layer  م ا  م  ررشا   طبلاث  ا ج  ب سا ل ا  ب ميادرج ا ار ب مربلاارررسا ب ما دة 
  لبرو لر ا ر ب مربلارم  ب ف

 
  توصيات:الاستنتاجات وال

  بر  س سااا ث بااب مرشاا لث   اااو  a-Si:H بلأ ااالر ب رق لااث  اااث ررم اا   درجاااث  ااربرة ب ر  اا ة راار ر د ااد ب مجااا   بلأم اا   1-
3ل ماااااااااااااث عظمااااااااااااا   لنسااااااااااااابثضاااااااااااااائ ث م  ب

max 104,2  ب  يرب ئ اااااااااااااث لن قل اااااااااااااث  ل ماااااااااااااث دن ااااااااااااا   ثاب لاااااااااااااب م 
1112ب مظلمث

max, .10~   cmd ب ل مث ا لع ىلب ب مج   بجابر  CTc
S  200180  

درجااث  ااربرة ب ر  اا ةب ضاا    ل ااك ب مجاا   بد ب م ضاارة  اا  ا ب ماا صاافرر 2-  CTc
S  برغ اار ب مر ااالات  200180

ياااااااا  ب اااااااادن   ابلغاااااااات ق مبشاااااااا    اااااااا د ( aEا 0لاساااااااا م  اااااااا  ب ماااااااا دة ) ب  يرب ئ ااااااااثبلأس ساااااااا ث ب مم اااااااا ة  لن قل ااااااااث 
11.5.62  و  cm اeV81.0  عل  ب ررر ب  

درجااااااث  ااااااربرة ماااااا  رغ اااااار  اااااا د بجااااااابر ب ل مااااااث ب  د ااااااث   /a-Si:H لجملااااااث ن  اااااا  CRرعاااااا ن  ب مل امااااااث ب رم ساااااا ث 3-
CTcب ر  اا ة

S  ر ب مرج نسااث م باار بعشاارة مضااع ف منياا  ماا  ا اا a-Si:Hر ار ااا  ق مرياا  ماا  مجاا  ع ناا ت 200
 ب مرج نسث   a-Si:Hمج  ع ن ت 

ب خل ا  ب شمسا ث  انيا   مجيا ة ا   ب م ضرة    ب مج   ب م      درجث  اربرة ب ر  ا ة a-Si:H م   بسرخدبر ع ن ت  4-
 ررصف ب س س ث ضائ ث ع   ث نسب    

اب اا  ب طربئاا   a-Si:H اراب ساا ل ا  ب مياادرج ا اار ب مربلاا دة ب مصااناعث ماا  ماا بلأ االر ب رق لااثنلراارح مر بعااث دربسااث  5-
ب مم ناااث  مااا   يااا  مااا  رطب لااا ت عمل اااث ى ماااث  ااا  ب رصاااا ر ب  يربااا ئ ر اب خل ااا  ب شمسااا ثر اب رربن ساااراربت ب  لل اااثر 

 ا  لفري  ب منخفضث نسب    
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